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負の電子親和力(Negative Electron Affinity : NEA)表面は真空準位が伝導帯の底よりも低い状態を

表す。NEA 表面を用いることで、バンドギャップに合わせた波長を持つ光や円偏光を照射させ、

運動量分散の小さい電子やスピン偏極電子を放出することが可能である[1,2]。清浄な p-GaAs表面

に Cs と O2を交互に供給することで NEA 表面は活性化し量子効率は増加する。NEA 表面活性化

過程において、O2 は量子効率を著しく増加させることから非常に顕著な影響を与える。しかし、

NEA表面形成過程の構造については不明な点が多く、O2が表面に与える役割については未だ解明

されていない。われわれは表面光吸収(Surface Photo-absorption: SPA)法[3,4]を用いて NEA 表面形成

過程の初期状態では Cs の吸着には 2 つの段階があることを示した[5]。本研究では、SPA 法を用

い NEA 表面形成過程のその場観察から O2の寄与について検討を行った。 

 図 1 は p-GaAs 表面に Cs と O2を順次供給した時の量子効率と SPA スペクトルの時間変化を

示す。始め Cs を供給することで量子効率は上昇するが、過剰に供給することで減少してしまう。

量子効率がほぼゼロになる時、Cs の供給を停止し O2 を供給することで再び量子効率が上昇して

いる様子がわかる。表面に Csが吸着しアモルファスが形成されることで SPAスペクトルの 830nm

付近のピーク強度が増加していると思われる。SPA スペクトルは量子効率がゼロになる手前で急

激に増加し飽和しており、O2を供給することでこのピーク強度は減少していることがわかる。 

 図 2 は Cs の供給のみによる量子効率と SPA スペクトルの時間変化を示す。図 1 と同様に始

め Cs を供給することで量子効率にピークが表れるが、Cs の供給を停止しただけでは量子効率の

上昇はみられない。SPA スペクトルの 830nm 付近のピークには O2を供給する場合と比べて強度

の減少は緩やかであることがわかる。これにより、O2は GaAs表面上の Csを除去しさらに電子放

出サイトを形成する役割があるのではないかと考えている。 
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図 1 Csと O2の供給による量子効率と 830nm付近の 

SPAスペクトルの時間変化 

図 2 Cs供給のみによる量子効率と 830nm付近の 

SPAスペクトルの時間変化 
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